SIEMENS

NPN-Silizium-Fototransistor SFH 309
Silicon NPN Phototransistor SFH 309 FA
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Collector (Transistor) 29 Chip position
Cathode (Diode) 27 SE006653

Approx. weight 0.3 g
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Mafe in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified

Wesentliche Merkmale Features

e Speziell geeignet fir Anwendungen im e Especially suitable for applications from
Bereich von 380 nm bis 1180 nm 380 nm to 1180 nm (SFH 309) and of
(SFH 309) und bei 880 nm (SFH 309 FA) 880 nm (SFH 309 FA)

e Hohe Linearitat e High linearity

¢ 3 mm-Plastikbauform im LED-Gehause e 3 mm LED plastic package

e Gruppiert lieferbar e Available in groups

Anwendungen Applications

e Lichtschranken fur Gleich- und e Photointerrupters
Wechsellichtbetrieb e Industrial electronics

e Industrieelektronik e For control and drive circuits

e “Messen/Steuern/Regeln”
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SIEMENS

SFH 309
SFH 309 FA

Typ Bestellnummer Typ (*vorher) Bestellnummer

Type Ordering Code Type (*formerly) Ordering Codes

SFH 309 Q62702-P859 SFH 309 FA Q62702-P941
(*SFH 309 F)

SFH 309-3 Q62702-P997 SFH 309 FA-2 Q62702-P174
(*SFH 309 F-2)

SFH 309-4 Q62702-P998 SFH 309 FA-3 Q62702-P176
(*SFH 309 F-3)

SFH 309-5 Q62702-P999 SFH 309 FA-4 Q62702-P178
(*SFH 309 F-4)

SFH 309-6Y Q62702-P1000 SFH 309 FA-5 Q62702-P180

(*SFH 309 F-5Y)

D Eine Lieferung in dieser Gruppe kann wegen Ausbeuteschwankungen nicht immer sichergestellt werden.
Wir behalten uns in diesem Fall die Lieferung einer Ersatzgruppe vor.

D Supplies out of this group cannot always be guaranteed due to unforseeable spread of yield. In this case we
will reserve us the right of delivering a substitute group.

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Description Symbol Value Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Tops Tetg -55..+100 |°C

Operating and storage temperature range

Léttemperatur bei Tauchlotung Ts 260 °C
Lotstelle = 2 mm vom Gehause,
Lotzeitt<5s

Dip soldering temperature > 2 mm distance
from case bottom, soldering time t<5 s

Lottemperatur bei Kolbenl6tung

Lotstelle = 2 mm vom Gehause,
Lotzeitt<3s

Iron soldering temperature > 2 mm distance
from case bottom, soldering timet<3s

Ts 300 °C

Kollektor-Emitterspannung Vee 35 \%
Collector-emitter voltage

Kollektorstrom lc 15 mA
Collector current

Kollektorspitzenstrom, T < 10 ps les 75 mA
Collector surge current
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SIEMENS

SFH 309
SFH 309 FA

Grenzwerte
Maximum Ratings (cont'd)

Bezeichnung
Description

Symbol
Symbol

Wert
Value

Einheit
Unit

Verlustleistung, T, = 25 °C
Total power dissipation

P’[Ot

165

mw

Warmewiderstand
Thermal resistance

R{hJA

450

KIW

Kennwerte (T, =25 °C, A =950 nm)
Characteristics

Bezeichnung
Description

Symbol
Symbol

Wert
Value

SFH 309

SFH 309 FA

Einheit
Unit

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit
Wavelength of max. sensitivity

)\S max

860

900

nm

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
S=10% von S,

Spectral range of sensitivity

S=10 % of S,

380 ... 1150

730 ... 1120

nm

Bestrahlungsempfindliche Flache (O 240 um)
Radiant sensitive area

0.2

0.2

mm

Abmessung der Chipflache
Dimensions of chip area

LxB
LxW

0.45 x 0.45

0.45 x 0.45

mm X mm

Abstand Chipoberflache zu Gehauseober-
flache
Distance chip front to case surface

24..28

24 ..28

mm

Halbwinkel
Half angle

+12

+12

Grad
deg.

Kapazitat, Ve =0V, f=1MHz, E=0
Capacitance

5.0

5.0

pF

Dunkelstrom
Dark current
Vee=25V,E=0

1 (< 200)

1 (< 200)

nA
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SIEMENS SFH 309

SFH 309 FA

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit arabischen
Ziffern gekennzeichnet.

The phototransistors are grouped according to their spectral sensitivity and distinguished
by arabian figures.

Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Description Symbol Value Unit

-2 -3 -4 -5
Fotostrom, A =950 nm
Photocurrent
E.=05mW/icm?, Ve =5V | lpce 04..08(063..1./1.0..2.0[/16..3.2| mA
SFH 309: 25
E, = 1000 Ix, Normlicht/ lpce 15 4.5 7.2 mA
standard light A, Ve =5V 2.8
Anstiegszeit/Abfallzeit t, & 5 6 7 8 us

Rise and fall time
|C:lmA,VCC:5V,
R =1kQ

Kollektor-Emitter- Veesat 200 200 200 200 mV
Sattigungsspannung
Collector-emitter saturation
voltage

lc = IPCEminl) x 0.3,

E. = 0.5 mW/cm?

D | pcemin ISt der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe
D I pcemin IS the min. photocurrent of the specified group

Directional characteristics S =f (¢)
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SIEMENS SFH 309

SFH 309 FA
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SIEMENS

SFH 309

Relative spectral sensitivity Relative spectral sensitivity Photocurrent
SFH309 Sg=f (A) SFH 309 FA Sq=f (A) lpce=f (Ee), Vcg=5V
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OCEAN CHIPS

OxreaH INeKTPOHMUKM
MocTaBKa 3ﬂeKTp0HHbIX KOMMOHEHTOB

Komnanusa «OkeaH DNEKTPOHMKM> MpEeAaraeT 3aK/Il04EHUE JONTOCPOYHbIX OTHOLLIEHMM NpU
MOCTaBKaX MMMOPTHbIX 3/1EKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB HA B3aMMOBbIrOZHbIX YC10BMAX!

Hawwu npeumyliectsa:

- NlocTaBKa OpMrMHaIbHbIX UMMNOPTHbBIX 3/IEKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB HanNpAMYy C NPOM3BOACTB AMEPUKM,
EBponbl M A3uK, a TaK e C KpYNHEMLIMX CKIaJ0B MMPa;

- LUnMpoKas sMHeMKa NOCTaBOK aKTUBHBIX M MACCMBHBIX MMMOPTHbBIX 3/1EKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB (6onee
30 MJIH. HAMMEHOBAHUMN);

- MocTaBKa C/IOXKHbIX, AeDUUMUTHBIX, IM60 CHATLIX C NPOM3BOACTBA NO3ULMIA;

- OnepaTMBHbIE CPOKM NOCTABKM NOA 3aKa3 (0T 5 paboumx AHEN);

- JKCnpecc JoCTaBKa B 06YH0 TOYKY Poccuu;

- Momouwb KoHcTpyKTOpCKOro OTAena 1 KOHCynbTauumu KBaMPULUUPOBAHHBIX MHXEHEPOB;

- TexHM4ecKaa nogaepkka NpoeKTa, NomMollb B NoA6ope aHanoros, NocTaBka NPOTOTUNOB;

- [locTaBKa 3/1EKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB NoJ, KOHTposiem BIT;

- CUcTeMa MeHeaXXMeHTa KayecTBa cepTudmumpoBaHa no MexayHapogHomy ctaHgapTy 1SO 9001;

- Mp1 HEO06XOAMMOCTH BCA NPOAYKLUMA BOEHHOIO M adPOKOCMMYECKOrO Ha3HaYeHMA NPOXoAUT

MCMbITaHMA M CEPTUMhMKALMIO B TaGOPATOPMM (MO COrIACOBAHMIO C 3aKa34YMKOM);
- MocTaBKa cneumanusmMpoBaHHbIX KOMMOHEHTOB BOEHHOMO M a3POKOCMMYECKOr0 YPOBHSA KayecTBa

(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer,
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,
General Dynamics u gp.);

KomnaHua «OkeaH JNEeKTPOHMKKU» ABNAETCA oduuMabHbIM AUCTPUOLIOTOPOM M SKCKJIHO3MBHbBIM
npesctasuteneM B Poccum ofHOrO M3  KpPYMHEMWMX MPOM3BOAMUTENIEM Pa3beEMOB BOEHHOMO W
A3pPOKOCMMYECKOro Ha3sHavyeHuMs <«JONHON», a Tak Xe oduuMaibHbiIM AUCTPUOBIOTOPOM MU
JKCK/II03MBHbIM nNpeacTaBuTenieM B Poccvn npousBoauTENA BbICOKOTEXHOIOMMYHBIX M HaAEXHbIX
peweHun ans nepeaaym CBY curHano «FORSTAR>.

«JONHON> (ocHosaH B 1970 T.)

PasbeMbl crneumanbHOro, BOEHHOMo M A3POKOCMHNYECKOIo
Ha3Ha4YeHHA:

JONHON (MpuMeHsOTCA B BOEHHOM, aBMALMOHHOM, a3POKOCMMYECKOM,

MOPCKOM, KeNe3HOAOPOXKHOM, TOpHO- M HedTeao6biBatoLLeN
0Tpac/AX NPOMbILLIEHHOCTH)

«FORSTAR> (ocHoBaH B 1998 r.)

BY coegmHmnTENN, KOAKCHaNbHbIE Kabenn

’ ) ®
KabenbHble COOPKM M MMKPOBONIHOBbIE KOMMOHEHTbI: FORS 'AR
L

(MpuMeHsaTCA B TEJIEKOMMYHMKAUMAX  FPaXXAaHCKOro M
cneuManbHOrO HasHayeHus, B cpeacTBax cBA3sM, PJIC, a TaK xe
BOEHHOM,  aBMALUMOHHOM M AdPOKOCMMYECKOM  OTpacisx
NPOMBILLNIEHHOCTH).

TenedoH: 8 (812) 309-75-97 (MHOroKaHasbHbIN)

dakc: 8 (812) 320-03-32

DNIeKTpPOHHas noyTa: ocean@oceanchips.ru

Web: http://oceanchips.ru/

Appec: 198099, r. CaHkT-leTepbypr, yn. KananHuHa, 4. 2, Kopn. 4, amT. A




